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[0016] Vorzugsweise sind die erste Anschlusszone und die 
zweite Steuerelektrode an ein gemeinsames PoLential ange- 
schlossen. Bei dieser Ausflihrungsform muss nur ein ge- 
meinsames PoLential fiir die zweite Steuerelektrode und die 
erste Anschlusszone zur Verfugung gesteilt werden, wo- 5 
durch der Verdrahtungsaufwand in dem Halbleiterbauele- 
ment reduziert ist. 

[0017] Nach einer Ausflihrungsform der Erfindung ist 
vorgesehen, dass die zweite Anschlusszone eine an die 
zweite Anschlusselektrode anschlieBende erste Zone und 10 
cine an die erste Zone anschlieBende zweite Zone aufwcist, 
wobei die zweite Zone vorzugsweise niedriger als die erste 
Zone dotiert ist. Zur Herstellung eines IGBT (Insulated Gate 
Bipolar Transistor) sind die erste Zone und die zweite Zone 
komplementar douert, wahrend sie zur Herstellung eines 15 
Feldeffekttransistors vom selben Leitungstyp sind. 
[0018] Die vorliegende Erfindung, insbesondere das Vor- 
sehen einer zweiten Steuerelektrode benachbart zu der er- 
sten Steuerelektrode, ist sowohl fur selbstsperrende Feldef- 
fekttransistoren als auch fur selbstleitenden Feldeffekttran- 20 
sistoren einsetzbar. 

[0019] Bei selbstsperrenden FeldefFekttransistoren ist eine 
Kanalzone vorgesehen, die komplementar zu der ersten und 
zweiten Anschlusszone dotiert ist und welche zwischen der 
ersten Anschlusszone und der zweiten Anschlusszone bezie- 25 
hungsweise der zweiten Zone der zweiten Anschlusszone, 
ausgebildet ist. Die erste Steuerelektrode erstreckt sich da- 
bei benachbart zu der Kanalzone von der ersten Anschluss- 
zone bis in die zweite Anschlusszone, um bei Anlegen eines 
Ansteuerpotentials an die erste Steuerelektrode einen leiten- 30 
den Kanal in der Kanalzone hervorzurufen. 
[0020] Bei einer Ausflihrungsform der Erfindung ist vor- 
gesehen, dass die erste Steuerelektrode und die zweite Steu- 
erelektrode in vertikaler Richtung des Halbleiterkorpers 
iibereinander angeordnet sind. Diese Anordnung kommt 35 
insbesondere bei Halbleiterbauelementen in vertikaler Bau- 
weise zur Anwendung, bei denen die erste Anschlusselek- 
trode an einer Vorderseite des Halbleiterkorpers und bei de- 
nen die zweite Anschlusselektrode auf einer Riickseite des 
Halbleiterkorpers angeordnet ist, wobei sich der strornfuh- 40 
rende Pfad in vertikaler Richtung durch den Halbleiterkor- 
per erstreckt. 

[0021] Vorzugsweise sind die erste und zweite Steuerelek- 
trode getrennt durch eine Isolations schicht in einem gemein- 
samen Graben angeordnet, welcher sich in vertikaler Rich- 45 
tung in den Halbleiterkorper erstreckt. Diese Anordnung er- 
moglicht eine unaufwandige Herstellung der zweiten Steu- 
erelektrode im Rahmen bekannter Prozesse zur Herstellung 
von feldeffektgesteuerten Halbleiterbauelementen. 
[0022] Auch bei Halbleiterbauelementen in vertikaler 50 
Bauweise besteht jedoch die Moglichkeit, die erste und die 
zweite Steuerelektrode in lateraler Richtung des Halbleiter- 
korpers nebeheinander anzuordnen. Dabei konnen die erste 
und zweite Elektrode auch in einem gemeinsamen Graben 
nebeneinander angeordnet werden, wobei die.beiden Elek- 55 
troden durch eine Isolauonsschicht getrennt sind und wobei 
die zweite Elektrode in vertikaler Richtung des Halbleiter- 
korpers vorzugsweise langer als die erste Elektrode ist. 
[0023] GemaB einer weiteren Ausflihrungsform ist vorge- 
sehen, dass in einem Ubergangsbereich des Halbleiterkor- 60 
pers zwischen der ersten und zweiten Steuerelektrode eine 
dotierte Zone ausgebildet ist, die komplementar zu dem um- 
gebenden Halbleiterbereich dotiert ist. 

[0024] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist des 
weiteren ein Verfahren zur Herstellung eines erfindungsge- 65 
maBen Halbleiterbauelements. 

[0025] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend an- 
hand von Ausfiihrungsbeispielen in Figuren naher beschrie- 
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ben 

[0026] Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemaBe Halbleiteran- 
ordnung gemaB einer ersten Ausfuhrungsform der Erfin- 
dung in scitlichcr Ansicht im Qucrschnitt. 
[0027] Fig. 2 zeigt eine Halbleiteranordnung gemaB Fig. 1 
in Draufsicht auf die in Fig. 1 eingezeichnete Schnittebene 
A-A\ 

[0028] Fig. 3 zeigt eine erfindungsgemaBe Halbleiteran- 
ordnung gemaB einer weiteren Ausfuhrungsform der Erfin- 
dung in seitlicher Schnittdarstellung. 

[0029] Fig. 4 zeigt eine selbstlcitende erfindungsgemaBe 
Halbleiteranordnung in seitlicher Darstellung im Quer- 
schnitt. 

[0030] Fig. 5 zeigt eine weitere Ausfuhrungsform einer 
erfindungsgemaBen Halbleiteranordnung in seitlicher 
Schnittdarstellung. 

[0031] Fig. 6 zeigt eine erfindungsgemaBe Halbleiteran- 
ordnung, bei welcher eine erste und eine zweite Steuerelek- 
trode in einem gemeinsamen Graben nebeneinander ange- 
ordnet sind. 

[0032] . Fig. 7 zeigt eine erfindungsgemaBe Halbleiteran- 
ordnung mit nebeneinander angeordneten ersten und zwei- 
ten Steuerelektroden. 

[0033] Fig. 8 zeigt ein elektrisches Ersatzschaltbild der er- 
findungsgemaBen Halbleiteranordnung. 
[0034] In den Figuren bezeichnen, sofern nicht anders an- 
gegeben, gleiche Bezugszeichen gieiche Teile und Bereiche 
mit gleicher Bedeutung. Die vorliegende Erfindung ist in 
den nachfolgenden Ausfiihrungsbeispielen anhand eines n- 
leitenden Feldeffekttransistors (FET) veranschaulicht. Die 
Ausfuhrungen gelten selbstverstandlich auch fiir p-leitende 
Halbleiterbauelemente, wobei dann n-leitende Zonen durch 
p-leitende Zonen ersetzt werden mtissen, und umgekehrt. 
Die Source-Zone eines FET bildet eine erste Anschluss- 
zone, die Drain-Zone eines FET bildet eine zweite An- 
schlusszone und die Gate-Elektrode bildet eine erste Steuer- 
elektrode. 

[0035] Fig. 1 zeigt ein erfindungsgemaBes Halbleiterbau- 
element gemaB einer ersten Ausfuhrungsform in seitlicher 
Darstellung im Querschnitt. In Fig. 2 ist ein Querschnitt 
durch die Halbleiteranordnung gemaB Fig. 1 entlang der 
dort eingezeichneten Schnittebene A-A' dargestellt. 
[0036] Die erfindungsgemaBe Halbleiteranordnung weist 
einen Halbleiterkorper 100 auf, in dem eine erste Anschluss- 
zone (Source-Zone) 20, 22, 24 und eine zweite Anschluss- 
zone (Drain-Zone) 30 ausgebildet sind, wobei die erste An- 
schlusszone 20, 22, 24 an eine erste Anschlusselektrode 
(Source-Elektode) 90, S angeschlossen ist und wobei die 
zweite Anschlusszone 30 an eine zweite Anschlusselektrode 
(Drain-Elektrode) 92, D angeschlossen ist. Bei dem Halblei- 
terbauelement gemaB Fig. 1 ist die erste Anschlusselektrode 
90 auf einer Vorderseite 102 des Halbleiterkorpers 100 auf- 
gebracht, die zweite Anschlusselektrode 92 ist auf einer der 
Vorderseite gegenuberliegenden Riickseite 104 des Halblei- 
terkorpers 100 aufgebracht. 

[0037] Die Source- und Drain-Zone 20, 22, 24, 30 sind in 
dem Ausfuhrungsbeispiel vom selben Leitungstyp und n- 
dotiert, wobei die Drain-Zone 30 eine n-dotierte erste Zone 
301, die sich an die Drain-Elektrode 92 anschlieBt, und eine 
n-dotierte zweite Zone 302, die sich an der der Drain-Elek- 
trode 92 abgewandten Seite der ersten Zone 301 anschlieBt, 
auf weist. Die erste Zone 301 ist dabei starker dotiert als die 
zweite Zone 302. Zwischen der Source-Zone 20, 22, 24 und 
der zweiten Zone 302 der Drain-Zone 30 ist in dem Ausfuh- 
rungsbeispiel eine p-leitende Kanalzone 80 ausgebildet. Die 
erste Anschlusszone 20, 22, 24, die Kanalzone 80 und die 
zweite Anschlusszone 30 sind in dem Ausfuhrungsbeispiel 
in vertikaler Richtung des Halbleiterkorpers iibereinander 
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angeprdnet. 

[0038] In dem Halbleiterkorper gemaB Fig. 1 sind meh- 
rere Source-Zonen 20, 22, 24 vorgesehen, wobei sich in dem 
Halbleiterkorper 100 von jeder der Source-Zoneh 20; 22; 24 
eine erste Steuerelektrode (Gate-Elektrode) 40; 42; 44 durch 
die Kanalzone 80 bis in die zweite Zone der Drain-Zone 30 
erstreckt. Die Source-Zonen 20, 22, 24 sind an eine gemein- 
same Source-Elektrode 90 angeschlossen. Die erste Steuerr 
elektrode 40, 42, 44 besteht vorzugsweise aus einem Metall 
oder aus Polysilizium und ist gegenuber dem Halbleiterkor- 
per 100 durch eine erste Isolaiionsschicht 50, 52, 54 isoliert. 
Die ersten Steuerelektroden 40, 42, 44 sind an ein gemeinsa- 
mes Ansteuerpotential anschliefibar, bzw. angeschlossen. 
[0039] ErfindungsgemaB ist neben der ersten Steuerelek- 
trode 40, 42, 44 wenigstens eine zweite Steuerelektrode 60, 
62, 64 vorgesehen, wobei jeder ersten Steuerelektrode 
(Gate-Elektrode) 20, 22, 24 eine zweite Steuerelektrode 60, 
62, 64 zugeordnet ist. Die zweiten Steuerelektroden 60, 62, 
64 sind in dem Ausfuhrungsbeispiel gemaB Fig. 1 vollstan- 
dig in der zweiten Zone 302 der Drain-Zone 30 ausgebildet, 
wobei jede der zweiten Steuerelektroden 60, 62, 64 von ei- 
ner zweiten Isolationsschicht 70, 72, 74 umgeben und be- 
nachbart zu der jeweiligen Gate-Elektrode 20, 22, 24 ange- 
ordnet ist. Jeweils eine Gate-Elektrode 40, 42, 44 und eine 
zweite Steuerelektrode 60, 62, 64 sind in dem Ausfuhrungs- 
beispiel nach Fig. 1 in vertikaler Richtung des Halbleiter- 
korpers 100 ubereinanderiiegend in. einem gemeinsamen 
Graben 110, 112, 114 angeordnet, der sich in vertikaler 
Richtung des Halbleiterkorpers 100 ausgehend von der Vor- 
derseite 102 bis in die Drain-Zone 30 erstreckt. Die in einem 
gemeinsamen Graben 110, 112, 114 angeordneten ersten 
und zweiten Steuerelektroden 40, 60; 42, 62; 44, 64 sind 
durch ihre jeweiligen Isolationsschichten 50, 70; 52, 72; 54, 
74 voneinander getrennt. 

[0040] Die zweiten Steuerelektroden 60, 62, 64 sind an 
ein gemeinsames zweites Ansteuerpotential angeschlossen, 
wobei das zweite Ansteuerpotential vorzugsweise ein an der 
Source-Elektrode 92 anliegendes erstes Ansteuerpotential 
ist, so dass die zweiten Steuerelektroden 60, 62, 64 und die 
Source-Elektrode 90 auf einem gemeinsamen Potential lie- 
gen. 

[0041] Wie Fig. 2 zeigt, sind die zweiten Steuerelektroden 
60, 62, 64 vorzugsweise plattenfbrrnig ausgebildet. Zum 
Anlegen an ein gemeinsames zweites Ansteuerpotential ist 
eine gemeinsame Platte 651 vorgesehen, welche die zweiten 
Steuerelektroden 60, 62, 64 miteinander verbindet und wel- 
che mittels einer Isolationsschicht 751 gegenuber dem Halb- 
leiterkorper 100 isoliert ist. Die ersten Steuerelektroden 40, 
42, 44 konnen, wie hier nicht naher dargestellt ist, in ent- 
sprechender Weise wie die zweiten Steuerelektroden 60, 62, 
64 plattenfbrrnig ausgebildet sein und uber eine gemein- 
same Platte an das gemeinsame erste Ansteuerpotential an- 
geschlossen werden. Dabei ist zu beachten, dass keine lei- 
tende Verbindung zwischen den ersten und zweiten Steuer- 
elektroden 40, 42, 44, 60, 62, 64 hergestellt wird. 
[0042] Jede der ersten und zweiten Steuerelektroden 40, 
42, 44, 50, 52, 54 und jede der Source-Zonen 20, 22, 24 sind 
Teil einer Zelle des erfindungsgemaBen Halbleiterbauele- 
ments, wobei es angestrebt ist, in dem Halbleiterkorper 100 
moglichst viele gleichartig aufgebaute Zellen zu realisieren, 
um moglichst groBe Strome schalten zu konnen. Dadurch, 
dass alle Zellen an dieselben Versorgungspotentiale und An- 
steuerpotentiale angeschlossen sind, werden alle Zellen in 
derselben Weise angesteuert. 

[0043] Fig. 8 zeigt das elektrische Ersatzschaltbild der in 
den Fig. 1 und 2 dargestellten Halbleiteranordnung. 
[0044] Das Ersatzschaltbild ergibt sich als Reihenschal- 
tung eines selbstsperrenden ersten Feldeffekttransistors Tl 
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und eines selbstleitenden zweiten Feldeffekttransistors T2, 
wobei diese Reihenschaltung zum.besseren Verstandnis der 
Funktionsweise der erfindungsgemaBen Halbleiteranord- 
nung in Fig. 8 zwischen einem Versorgungspotential VI und 
5 einem Bezugspotential GND verschaltet ist. Der erste Tran- 
sistor Tl weist eine erste Gate-Elektrode Gl auf, welche 
durch die Gate-Elektrode 40, 42, 44 gemaB Fig. 1 realisiert 
ist. Die Source-Elektrode SI des ersten Transistors Tl ist 
durch die Source-Elektrode 90 in Fig. 1 realisiert. Eine 
10 Drain-Elektrode D2 des zweiten Transistors T2 ist durch die 
Drain-Elektrode 92 und eine Gate-Elektrode G2 des zweiten 
Transistors T2 ist durch die zweite Steuerelektrode 60, 62, 
64 in Fig. 1 realisiert. Eine Source-Zone S2 des zweiten 
Transistors T2 und eine Drain-Zone Dl des ersten Transi- 
ts stors Tl ist durch einen Bereich der zweiten Zone 302 reali- 
siert, welcher benachbart zu der Kanalzone 80 angeordnet 
ist. 

[0045] Die Funktionsweise des erfindungsgemaBen Halb- 
leiterbauelements wird nachfolgend anhand von Fig. 1 und 
20 anhand des elektrischen Ersatzschaltbilds gemaB Fig. 8 be- 
schrieben. Wird an die erste Steuerelektrode G, 40, 42, 44 
ein positives Ansteuerpotential angelegt, so bildet sich in 
der Kanalzone 80 entlang der ersten Steuerelektrode 40, 42, 
44 ein leitender Kanal aus, welcher bei Anlegen einer Ver- 
25 sorgungsspannung zwischen der ersten Anschlussklemme 
90, S und der zweiten Anschlussklemme 92; D einen Strom- 
fluss zwischen der Source- und Drain-Elektrode 90, 92 be- 
ziehungsweise der Source- und Drain-Zone 20, 22, 24, 30 
ermogHcht. Die zweite Elektrode 60, 62, 64, die vollstandig 
30 in der n-leitenden zweiten Anschlusszone 30 angeordnet ist, 
und die an die Source-Elektrode 90 angeschlossen ist, be- 
hindert den Stromfluss nicht. Wird das Ansteuerpotential an 
der Gate-Elektrode G, 40, 42, 44 auf Null beziehungsweise 
auf Bezugspotential GND gesetzt, wird der leitende Kanal 
35 in der Kanalzone 80 abgeschniirt und der Stromfluss zwi- 
schen der Source- und Drain-Zone 20, 22, 24, 30 unterbro- 
chen. Dadurch steigt das Potential an der Drain-Elektrode 
Dl des ersten Transistors Tl und der Source-Elektrode S2 
des zweiten Transistors T2 an. Der zweite Transistor T2 be- 
40 ginnt zu sperren, d. h. entlang der zweiten Steuerelektroden 
60, 62, 64 bildet sich eine Raumladungszone aus, welche 
den n-leitenden Kanal, der zwischen den nebeneinander lie- 
genden zweiten Steuerelektroden 60, 62, 64 gebildet ist, ab- 
schnurt. Ein GroBteil der zwischen der Source- und Drain- 
45 Elektrode S, 90, D, 92 anliegenden Spannung fallt in dem 
Halbleiterkorper 100 dabei im Bereich der zweiten Steuer- 
elektroden 60, 62, 64 ab, wodurch die Feldstarke an den er- 
sten Isolationsschichten 50, 52, 54 der ersten Steuerelektro- 
den (Gate-Elektroden) 40, 42, 44 klein gehalten werden 
50 kann. Die zweiten Steuerelektroden 60, 62, 64 "schirmen" 
die Gate-Elektroden 40, 42, 44, die den Schaltzustand des 
FET steuern, damit vor hohen Feldstarken ab. Die ersten 
Isolationsschichten 50, 52, 54 konnen wegen der geringen 
Belastung daher sehr dunn ausgefuhrt werden, wahrend die 
55 zweiten Isolationsschichten 70, 72, 74 der zweiten Steuer- 
elektroden 60, 62, 64 dicker als die ersten Isolationsschich- 
ten 50, 52, 54 sind, da sie hoheren Feldstarken standhalten 
miissen. 

. [0046] Schaltverluste, die bei hohen Schaltfrequenzen 
60 durch parasitare Kapazitaten bedingt sind, werden maBgeb- 
lich durch die Dicke der ersten Isolationsschichten 50, 52, 
54 um die angesteuerten Gate-Elektroden 40, 42, 44 be- . 
stimmt. Diese Schaltverluste sind bei dem Halbleiterbauele- 
ment gemaB der Erfindung gegenuber hericonuiilichen Feld- 
65 effekttransistoren erheblich reduziert^ da bei dem Bauele- 
ment nach der Erfindung die Isolationsschichten 50, 52, 54 
' wesentlich dunner ausgefuhrt sein konnen. 
[0047] Daruber hinaus kann bei dem erfindungsgemaBen 
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Bauelement die zweite Zone 302 der zweiten Anschluss- 
zone 30 hoher dotiert sein als bei herkommlichen Feldef- 
fekttransistoren, wodurch der Einschaltwiderstand verrin- 
gcrt werdcn kann. Bci herkommlichen Fcldeffekttransisto- 
ren ohne zweite Steuerelektrode ist die zweite Zone der 5 
zweiten Anschlusszone niedrig dotiert, urn iiber der zweiten 
Zone einen moglichst hohen Spannungsabfall zu erreichen 
und dadurch die Isolationsschicht der Gate-Elektrode vor zu 
hohen Feldstarken zu schutzen. Bei dem erfindungsgema- 
Ben Halbleiterbauelement sorgt die zweite Steuerelektrode 10 
60, 62, 64 fur einen hohen Spannungsabfall im Bcreich der 
Drain-Zone, so dass die zweite Zone 302 hoher dotiert sein 
kann. 

10048] Das erfindungsgemaBe Halbleiterbauelement tritt 
nach auBen wie ein Feldeffekttransistor in Erscheinung, 15 
d. h. es ist eine erste Anschlussklemme 90, S vorhanden, 
welche der Source-Elektrode entspricht, es ist eine zweite 
Anschlussklemme 92, D vorhanden, welche der Drain-Elek- 
trode entspricht und es ist eine erste Steuerklemme G vor- 
handen, welche der Gate-Elektrode entspricht. Auch das 20 
Schaltverhalten des erfindungsgemaBen Halbleiterbauele- 
ments entspricht dem eines Feldeffekttransistors, insbeson- 
dere eines MOS-FET, wobei das Halbleiterbauelement nach , 
der Erfindung einen niedrigeren Einschaltwiderstand und 
geringere Schaltverluste als herkommliche MOS-FET auf- 25 
weist. 

[0049] Fig. 3 zeigt ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel eines 
erfindungsgemaBen Halbleiterbauelements in seitlicher 
Schnittdarstellung, dessen Aufbau im wesentlichen dem des 
Halbleiterbauelements gemaB Fig. 1 entspricht. Wahrend 30 
bei dem Bauelement gemaB Fig. 1 die erste Steuerelektrode 
40, 42, 44 nur knapp bis in die zweite Anschlusszone 30 
reicht, erstreckt sich die erste Anschlusselektrode 40 (auf 
Bezugszeichen fur die ubrigen Zellen ist aus Grunden der 
Ubersichtlichkeit verzichtet) bei dem Ausfuhrungsbeispiel 35 
gemaB Fig. 3 weit in die zweite Anschlusszone 30. Die 
zweite Anschlusszone 30 besteht bei dem Ausfuhrungsbei- 
spiel nach Fig. 3 aus einer stark dotierten ersten Zone 301, 
welche sich an die zweite Anschlusselektrode 92 anschlieBt. 
Benachbart zu der ersten Zone ist eine n-dotierte Zone 303 40 
ausgebildet, welche vorzugsweise als Epitaxie-Schicht aus- 
gebildet ist und an welche sich in vertikaler Richtung des 
Halbleiterkorpers 100 eine weitere n-dotierte Zone 304 an- 
schlieBt, welche die Bereiche zwischen den in lateraler 
Richtung nebeneinander liegenden ersten Steuerelektroden 45 
40 und den in lateraler Richtung nebeneinander liegenden 
zweiten Steuerelektroden 60 ausfullt. 

[0050] Ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel des erfindungs- 
gemaBen Halbleiterbauelements ist in seitlicher Schnittdar- 
stellung in Fig. 4 gezeigt. Bei dieser Ausfuhrungsform sind 50 
zweite Elektroden 66, 68 in vertikaler Richtung des Halblei- 
terkorpers beabstandet zu den ersten Elektroden 40, 42 an- 
geordnet und besitzen in lateraler Richtung des Halbleiter- 
korpers eine groBere Ausdehnung als die ersten Steuerelek- 
troden 40, 42. Vorzugsweise sind Bereiche der zweiten An- 55 
schlusszone 30, welche sich zwischen den ersten Steuer- 
elektroden 40, 42 und den zweiten Steuerelektroden 66, 68 
erstrecken, p-dotiert, wie in Fig. 4 durch die gestrichelt ein- 
gezeichneten Bereiche 310, 312 angedeutet ist. Die zweiten 
Steuerelektroden 66, 68 sind vollstandig von Isolations- 60 
schichten 76, 78 umgeben, welche vorzugsweise dicker als 
die Isolationsschichten 50, 52 der ersten Steuerelektroden 
sind. Durch die laterale Ausdehnung der zweiten Steuer- 
elektroden 66, 68 konnen die Abstande zwischen den zwei- 
ten Steuerelektroden 66, 68 und damit die Abmessungen des 65 
leitenden Kanals zwischen den ersten und zweiten An- 
schlusselektroden 90, 92 beeinflusst werden. Dabei gilt, 
dass die Feldstarke, die letztlich auf die dunnere Isolations- 
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schicht 50, 52 der ersten Steuerelektroden 40, 42 wirkt, um 
so geringer ist, je geringer die Abstande der zweiten Steuer- 
elektroden 66, 68 sind. Die zweiten Steuerelektroden 66, 68 
wirken nach Art eines Feldplattcngittcrs an dem der Span- 
nungsabfall um so groBer ist, je feiner das Gitter ist, d. h. je 
naher die einzelnen Elektroden 66, 68 beieinander liegen. 
Die zweite Anschlusszone 30 kann auch bei dieser Ausfuh- 
rungsform aus einer ersten Zone 301 und einer zweiten Zone 
303, 304 bestehen, die wiederum eine Eptaxie-Schicht 303 
aufweisen kann. 

[0051] Bei einer in Fig. 4 nicht naher dargestellten Aus- 
fuhrungsform besteht auch die Moglichkeit, dass die zwei- 
ten Elektroden bis in die stark dotierte erste Zone 301 der 
zweiten Anschlusszone 30 reichen. 

[0052] Fig. 5 zeigt eine weitere Ausfuhrungsform des er- 
findungsgemaBen Halbleiterbauelements, bei welchem erste 
Steuerelektroden 48, 49 und zweite Steuerelektroden 67, 69 
nebeneinander in jeweils einem gemeinsamen Graben 110, 
112, 114 des Halbleiterkorpers 100 angeordnet sind, wobei 
die ersten und zweiten Steuerelektroden 48, 68; 49, 69 je- 
weils durch eine Isolationsschicht 77, 79 voneinander und 
gegenuber dem Halbleiterkorper 100 getrennt sind. Die 
zweite Steuerelektrode 67, 69 erstreckt sich bei dem Aus- 
fuhrungsbeispiel gemaB Fig. 5 in vertikaler Richtung des 
Halbleiterkorpers 100 weiter in die zweite Anschlusszone 
30 hinein als die erste Anschlusselektrode 48, 49, welche 
nur knapp bis in die zweite Anschlusszone 30, umgeben von 
der Isolationsschicht 77, hineinreicht. Die Dicke der Isolati- 
■ onsschicht, die die ersten Steuerelektroden 48, 49 von dem 
Halbleiterkorper trennt, ist dabei dunner als die Dicke der 
Isolationsschicht, die die zweite Elektrode 67, 69 von dem 
Halbleiterkorper 100 trennt. 

[0053] Die ersten Steuerelektroden 48, 49 und die zweiten 
Steuerelektroden 67, 69 konnen plattenformig ausgebildet 
sein, wobei jeweils zwei erste Steuerelektroden 48 jeweils 
eine zweite Steuerelektrode 67 flankieren. Die ersten Steuer- 
elektroden konnen 48 die zweite Steuerelektrode 67 im obe- 
ren Bereich auch vollstandig umschlieBen. Die ersten Steu- 
erelektroden 48, 49 sind an gemeinsames erste Ansteuerpo- 
tential anschlieBbar, bzw. angeschlossen, und die zweiten 
Steuerelektroden 67, 69 sind an ein gemeinsames Ansteuer- 
potential anschlieBbar, bzw. angeschlossen. 
[0054] Wahrend bei den bisher beschriebenen Ausfuh- 
rungsformen stets eine komplementar zu der ersten und 
zweiten Anschlusszone 20, 22, 24, 30 dotierte Kanalzone 80 
zwischen der ersten Anschlusszone 20, 22, 24 und der zwei- 
ten Anschlusszone 30 ausgebildet ist, zeigt Fig. 6 ein Aus- 
fuhrungsbeispiel eines erfindungsgemaBen Halbleiterbau- 
elements, bei welchem die erste Anschlusszone 30 unmittel- 
bar bis an die zweite Anschlusszone 20, 24 heranreicht. Die 
zweite Anschlusszone 30 besteht dabei aus einer n-dotierten 
ersten Zone 301, die benachbart zu der zweiten Anschluss- 
elektrode 92 ausgebildet ist und aus einer n-dotierten zwei- 
ten Zone 306, die zwischen der ersten Zone 301 und der 
zweiten Anschlusszone 20, 24 angeordnet ist. Die in Fig. 6 
dargestellte Halbleiteranordnung ist selbstleitend, d. h. bei 
Anlagen einer Versorgungsspannung zwischen der ersten 
Anschlussklemme 90, S und der zweiten Anschlussklemme 
92, D flieBt ein Strom in vertikaler Richtung durch den 
Halbleiterkorper 100, wenn die erste Steuerelektrode 40, 42 
auf einem Bezugspotential liegt. Wird an die erste Steuer- 
elektrode 40, 42, G ein Ansteuerpotential angelegt, welches 
zu einer negativen Spannung zwischen der Gate-Elektrode 
G und der Source-Elektrode 90, S fuhrt, so wird der leitende 
Kanal zwischen den ersten Steuerelektroden 40, 42 abge- 
schniirt, wodurch das Potential in der zweiten Zone 306 im 
unteren Bereich der ersten Steuerelektroden 40, 42, ansteigt. 
In derFolge werden auch die leitenden Kanale zwischen den 
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Steuerelektroden 60, 62, die auf einem festen Ansteuerpo- 
tential, vorzugsweise dem Potential der ersten Anschluss- 
elektrode 90, liegen, abgeschniirt und die Halbieiteranord- 
nung sperrt Wie auch bei den vorher beschxiebenen Ausfuh- 
rungsfonnen ist die Isolationsschicht 70, 72 der zweiten 
Steuerelektroden 60, 62 dicker als die Isolationsschicht um 
die ersten Steuerelektroden 40, 42. 

[0055] Fig. 7 zeigt eine weitere Ausfuhrungsform des er- 
findungsgemaBen Halbleiterbauelements, bei welcher eine 
erste Steuerelektrode 40, 42 und eine zweite Steuerelektrode 
61, 63 in lateraler Richtung des Halbleiterkorpers nebenein- 
ander angeordnet sind, wobei die ersten Steuerelektroden 
40, 42 von ersten Isolationsschichten 50, 52 und wobei die 
zweiten Steuerelektroden 61, 63 jeweils von zweiten Isolati- 
onsschichten 71, 73 umgeben sind. Die ersten Steuerelektro- 
den 40, 42 sind dabei benachbart zu ersten Anschlusszonen 
20, 22 angeordnet, welche an eine erste Anschlusselektrode 
90, S angeschlossen sind, die auf einer Vorderseite des Halb- 
leiterkorpers 100 angeordnet ist. Eine zweite Anschluss- 
elektrode 92, D ist auf einer Ruckseite des Halbleiterkorpers 
100 angeordnet. Die zweite Anschlusselektrode 92, D dient 
zum Kontaktieren einer zweiten Anschlusszone 30, die in 
dem Ausf uhrungsbeispiel gemaB Fig. 7 eine p-dotierte erste 
Zone 307 irn Anschluss an die zweite Anschlusselektrode 
92, D und eine n-dotierte zweite Zone 302 im Anschluss an 
die erste Zone 307 aufweist. Zwischen der zweiten An- 
schlusszone 30, bzw. der zweiten Zone 302, und der ersten 
Anschlusszone 20, 22 ist eine p-leitende Kanalzone 80 aus- 
gebildet, entlang derer sich die ersten Steuerelektroden 40, 
42 ausgehend von der Vorderseite des Halbleiterkorpers 100 
bis in die erste Anschlusszone 30 erstrecken. Zwischen den 
ersten und zweiten Steuerelektroden 40, 42, 61, 63 sind 
oberhalb der Drain-Zone 30 und unterhalb der Source- Elek- 
trode 90 weitere p-dotierte Zonen 85, 86, 87 ausgebildet, die 
gegenuber der Source-Elektrode 90 durch Isolationsschich- 
ten 185, 186, 187, 188 isoliert sind. 

[0056] Das Halbleiterbauelement gemaB Fig. 7 funktio- 
niert bedingt durch die komplementar dotierten ersten und 
zweiten Zonen 302, 307 der zweiten Anschlusszone, bzw. 
der Drain-Zone, nach Art eines IGBT (Insulated Gate Bipo- 
lar Transistor). Auch bei dieser Ausfuhrungsform schirmen 
die zweiten Streuereiektroden 61, 63 die ersten Steuerelek- 
troden ab und verhindern groBe Feldstarken an den ersten 
Isolationsschichten 50, 52. Die p-dotierten Zonen 85, 86, 87, 
88 zwischen den ersten und zweiten Steuerelektroden 40, 
42, 61, 63, die nicht mit der Source-Elektrode 90 in Verbin- 
dung stehen, befinden sich auf dem Potential des oberen 
Teils der zweiten Zone 302, welches sich mit dem- Potential 
an der Drain-Elektrode 92 andert. Die Flachen, an denen die 
Steuerelektroden 40, 42 und die p-dotierten Zonen uberlap- 
pen (Gate-Drain-Uberlapp) tragen zur Gate-Drain-Kapazitat 
bei. Die Elektroden 61, 63 schirmen die die ersten Steuer- 
elektroden 40, 42 gegen das Drainpqtential ab, so dass ein 
Verschiebungsstrom, der durch eine Anderung des Drainpo- 
tentials hervbrgerufen wird, zum Teil von den zweiten Steu- 
erelektroden 61, 63 ubernommen wird. 
[0057] Gegenstand der Erfindung ist des weiteren ein Ver- 
fahren zur Herstellung eines erfindungsgemaBen Halbleiter- 
bauelements, das anhand der Fig. l .erlautert werden soli. 
[0058] In einem ersten Verfahrensschritt wird ein Halblei- 
terkorper 100 bereitgestellt, der eine erste Anschlusszone 
20, 22, 24 eines ersten Leitungstyps n, eine zweite An- 
schlusszone 30 des ersten Leitungstyps n und eine zwischen 
der ersten und zweiten Anschlusszone 20, 22, 24, 30 ange- 
ordnete Kanalzone 80 eines zweiten Leitungstyps p auf- 
weist. In einem nachsten Verfahrensschritt wird ausgehend 
von einer Vorderseite 102 des Halbleiterkorpers 100 wenig- 
' stens ein Graben 110, 112, 114 in dem Halbleiterkorper 100 
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erzeugt, wobei sich der Graben 110, 112, 114 durch die erste 
Anschlusszone 20, 22, 24 und durch die Kanalzone 80 bis in 
die zweite Anschlusszone 30 erstreckt. 
[0059] Danach wird eine Isolationsschicht, welche die 
5 spateren ersten und zweiten Isolationsschichten 50, 52, 54, 
70, 72, 74 bildet, auf Seitenflachen der Graben 110, 112, 114 
aufgebracht. AnschlieBend wird zur Bildung der zweiten 
Steuerelektroden 60, 62, 64 eine erste Schicht eines Elektro- 
denmaterials in die Graben 110, 112, 114 eingebracht, wel- 

10 che die Graben teilweise aufrullt. Die erste Schicht reicht in 
der Hohe vorzugsweise nicht bis in die Kanalzone 80, wo- 
durch die zweiten Steuerelektroden 60, 62, 64 vollstandig in 
der zweiten Anschlusszone 30 ausgebildet sind. 
[0060] Auf der ersten S chicht aus Elektrodenmaterial wird 

15 in den Graben dann eine weitere Isolationsschicht aufge- 
bracht, wobei diese weitere Isolationsschicht und die schon 
an den Seitenwanden im Bereich der zweiten Elektroden 
aufgebrachte Isolationsschicht die zweiten Isolationsschich- 
ten 70, 72, 74 der zweiten Steuerelektroden 60, 62, 64 bil- 

20 den. 

[0061] In einem nachsten Schritt wird zur Bildung der er- 
sten Steuerelektroden eine weitere Schicht aus Elektroden- 
material in den Graben 110, 112, 114 abgeschiederi, welche 
die Graben 11, 112, 114 vorzugsweise nahezu vollstandig 
25 auffullt. 

[0062] Um die erste Isolationsschicht 50, 52, 54 diinner 
als die zweite Isolationsschicht 70, 72, 74 auszubilden, ist 
bei einer Ausfuhrungsform des Herstellungsverfahrens vor- 
gesehen, dass die an den Seitenwanden der Graben 110, 112, 

30 114 aufgebrachte, nach dem Herstellen der zweiten Elektro- 
den 60, 62, 64 freiliegende Isolationsschicht diinner ge- 
macht wird. Die Isolationsschicht besteht vorzugsweise aus 
einem Halbleiteroxid, das Verringern der Dicke der Oxid- 
schicht erfolgt vorzugsweise durch sogenanntes "oxyde po- 

35 lishing". AuBerdem besteht die Moglichkeit, die erste Isola- 
tionsschicht nach dem Herstellen der zweiten Elektroden 
60, 62, 64 bis auf die Hohe der zweiten Elektroden 60, 62, 
64, beispielsweise durch Atzen, zu entfernen und dann eine 
weitere diinnere Isolationsschicht an den Seitenwanden der 

40 Graben aufzubringen. 

[0063] Nach dem Herstellen der ersten Elektroden 40, 42, 
44 wird eine weitere Isolationsschicht auf den ersten Elek- 
troden 40, 42, 44 aufgebracht, die dazu dient, die ersten 
Elektroden 40, 42, 44 gegenuber der ersten Anschlusselek- 

45 trode 90 zu isolieren, die in einem nachsten Verfahrens- 
schritt auf die Vorderseite 102 des Halbleiterkorpers 100 
aufgebracht wird. Ausserdem wird eine zweite Anschluss- 
elektrode auf eine Ruckseite des Halbleiterkorpers aufge- 
bracht, um zu der Anordnung gemaB Fig. 1 zu gelangen. 

50 [0064] Altemativ konnen die zweiten Anschlusszonen 20, 
22, 24 auch erst nach der Herstellung der Graben 110, 112, 
114 durch Dotieren der Oberflache des Halbleiterkorpers 
hergesteilt werden, nachdem die Elektroden 40, 42, 44, 60, 
62, 64 in den Graben 110, 112, 114 hergesteilt sind.- 

55 [0065] Um die ersten und zweiten Elektroden 40, 42, 44, 
60, 62, 64 zum Anlegen der Ansteuerpotentiale kontaktieren 
zu konnen, sind Anschlusse vorzusehen, die an einer der 
Oberflachen des Halbleiterkorpers 100 zuganglich sind. So- 
. wohl fur die ersten als auch fur die zweiten Elektroden 40, 

60 42, 44, 60, 62, 64 besteht hierzu die Moglichkeit, ausgehend 
von der Vorderflache 102 des Halbleiterkorpers Kontaktld- 
cher bis zu den jeweiligen Elektroden einzubringen, welche 
die Elektroden 40, 42, 44; 60, 62, 64 an einer Stelle treffen 
und in welchen isoliert gegenuber dem umgebenden Mate- 

65 rial Anschlusse hergesteilt werden konnen. Es besteht auch 
die Moglichkeit, bei der Herstellung der ersten Elektroden 
Aussparungen oberhalb der tiefer liegenden zweiten Elek- 
troden 60, 62, 64 zu lassen, in welchen dann Anschlusse her- 
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gestellt werden konnen. 

[0066] Die Elektroden konnen auch derart ausgebildet 
sein, dass sie an Randern des Zellenfeldes an der Oberflache 
frei liegen, urn kontakticrt zu werden. 

[0067] Die Anschiusse sowohl fur die ersten als auch fur 5 
die zweken Elektroden konnen, wie dies in Fig. 2 dargestellt 
ist, als gemeinsame Platte ausgebildet sein, wobei eine 
Platte alle ersten Elektroden kontaktiert und wobei eine wei- 
tere Platte alle zweiten Elektroden kontaktiert und wobei 
beide Platten in vertikaler Richtung bis an die Vorderseite 10 
des Halbleiterkorpers reichen und jeweils von einer Isolati- 
onsschicht 75 umgeben sind. 

Bezugszeichenliste 

15 

100 Halbleiterkorper 
102 Vorderseite des Halbleiterkorpers 
104 Riickseite des Halbleiterkorpers 
110, 112, 114 Graben 

20, 22, 24 erste Anschlusszone 20 
30 zweite Anschlusszone 

301 erste Zone der zweiten Anschlusszone 

302 zweite Zone der zweiten Anschlusszone 

303, 304, 306 zweite Zone der zweiten Anschlusszone 

310, 312 p-dotierte Zonen 25 

40, 42, 44 erste Steuerelektrode 

48, 49 erste Steuerelektrode 

50, 52, 54 erste Isolationsschicht 

60, 62, 64 zweite Steuerelektrode 

61, 63 zweite Steuerelektrode 30 
65 zweite Steuerelektrode 

651 gemeinsame Platte der zweiten Elektroden 

66, 68 zweite Steuerelektrode 

67, 69 zweite Steuerelektrode 

70, 72, 74 zweite Isolationsschicht 35 

71, 73 Isolationsschicht 
751 Isolationsschicht 

76, 78 Isolationsschicht 

77, 79 Isolationsschicht 

80 Kanalzone 40 
90 erste Anschlusselektrode 
92 zweite Anschlusselektrode 
D, Dl, D2 Drain- Anschluss 
G, Gl, G2 Gate- Anschluss 

GND Bezugspotential 45 

n n-dotierte Zone 

p p-dotierte Zone 

S, SI, S2 Source- Anschluss 

Tl erster Transistor 

T2 zweiter Transistor 50 
VI Versorgungspotential 

Patentanspriiche 

1. Mittels Feldeffekt steuerbare Halbleiteranordnung, 55 
die folgende Merkmale aufweist: 

- einen Halbleiterkorper (100) mit einer dotierten 
ersten Anschlusszone (20, 22, 24) und einer do- 
tierten zweiten Anschlusszone (30); 

- eine an die erste Anschlusszone (20, 22, 24) an- 60 
geschlossene erste Anschlusselektrode (90) zum 
Anlegen eines ersten Versorgungspotenuals und 
eine an die zweite Anschlusszone (30; 32, 34) an- 
geschlossene zweite Anschlusselektrode (92) zum 
Anlegen eines zweiten Versorgungspotentials; 65 

- eine erste Steuerelektrode (40, 42, 44; 48, 49) 
die durch eine erste Isolationsschicht (50, 52, 54; 
77, 79) gegenuber dem Halbleiterkorper (100; 



200) isoliert ist und die an ein erstes Ansteuerpo- 
tential anschlieBbar ist; 
gekennzcichnet durch 

- cine bcnachbart zu der ersten Elektrode (40, 42, 
44; 48, 49) angeordnete zweite Steuerelektrode 
(60, 62, 64, 66, 68; 67, 69; 61, 63), die durch eine 
zweite Isolationsschicht (70, 72, 74; 76, 78; 77, 
79; 71, 73; 75) isoliert in dem Halbleiterkorper 
(100) angeordnet ist und die an ein zweites An- 
steuerpotential anschlieBbar ist. 

2. Halbleiteranordnung nach Anspruch 1, bei der die 
Dicke der ersten Isolationsschicht (50, 52, 54) geringer 
als die Dicke der zweiten Isolationsschicht (70, 72, 74; 
76, 78) ist. 

3. Halbleiteranordnung nach Anspruch 1 oder 2, bei 
der die erste Anschlusszone (20, 22, 24) und die zweite 
Steuerelektrode (92) an ein gemeinsames Potential an- 
geschlossen sind. 

4. Halbleiteranordnung nach einem der vorangehen- 
den Anspruche, bei der die zweite Anschlusszone (30) 
eine an die zweite Anschlusselektrode (92) anschlie- 
Bende erste Zone (301; 307) und eine an die erste Zone 
(301; 307) anschlieBende zweite Zone (302; 303, 304) 
aufweist. 

5. Halbleiteranordnung nach Anspruch 4, bei der die 
erste Zone (301) und die zweite Zone (302; 303, 304) 
von einem ersten Leitungstyp (n) sind. 

6. Halbleiteranordnung nach Anspruch 4, bei der die 
erste Zone (307) von einem zweiten Leitungstyp (p) ist 
und bei der die zweite Zone (302) vom ersten Leitungs- 
typ (n) ist. 

7. Halbleiteranordnung nach einem der vorangehen- 
den Anspruche, bei der die erste Zone (301) starker als 
die zweite Zone dotiert (302; 302, 304) ist. 

8. Halbleiteranordnung nach einem der vorangehen- 
den Anspruche, bei der die erste Anschlusszone (20, 
22, 24) vom ersten Leitungstyp (n) ist und bei der eine 
Kanalzone (80) vom zweiten Leitungstyp (p) zwischen 
der ersten Anschlusszone (20, 22, 24; 28) und der zwei- 
ten Anschlusszone (30) ausgebildet ist und wobei sich 
die isolierte erste Steuerelektrode (40, 42, 44) benach- 
bart zu der Kanalzone (80; 82) von der ersten An- 
schlusszone (20, 22, 24) bis an die zweite Anschluss- 
zone (30) erstreckt. 

9. Halbleiteranordnung nach einem der vorangehen- 
den Anspruche, bei der die zweite Steuerelektrode (60, 
62, 64; 66, 68) in der zweiten Anschlusszone (30), vor- 
zugsweise der zweiten Zone (302; 303, 304) der zwei- 
ten Anschlusszone (30) angeordnet ist. 

10. Halbleiteranordnung nach einem der vorangehen- 
den Anspruche, bei der die erste Steuerelektrode (50, 
52, 54) und die zweite Steuerelektrode (60, 62, 64; 66, 

68) in vertikaler Richtung des Halbleiterkorpers (100) 
ubereinander angeordnet sind. 

11. Halbleiteranordnung nach Anspruch 10, bei der 
die erste Steuerelektrode (40, 42, 44; 48, 49) und die 
zweite Steuerelektrode (60, 62, 64; 67, 69) getrennt 
durch eine Isolationsschicht (50, 52, 54, 70, 72, 74; 77, 
79) in einem gemeinsamen Graben angeordnet sind. 

12. Halbleiteranordnung nach einem der vorangehen- 
den Anspruche, bei der die erste Steuerelektrode (40, 
42; 48, 49) und die zweite Steuerelektrode (61, 63; 67, 

69) in lateraler Richtung des Halbleiterkorpers (100) 
nebeneinander angeordnet sind. 

13. Halbleiteranordnung nach einem der vorangehen- 
den Anspruche, bei der die erste und zweite Steuerelek- 
trode (48, 49, 67, 69) nebeneinander in einem gemein- 
samen Graben angeordnet sind, wobei die zweite Elek- 
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trode (67, 69) in vertikaler Richtung des Halbleiterkor- 
pers (100) langer als die erste Elektrode (48, 49) ist 

14. Halbleiteranordnung nach Anspruch 13, bei der 
die erste Elektrode (48, 49) die zweite Hektrode (67, 
69). wenigstens teilweise umgibt 5 

15. Halbleiteranordnung nach einem der vorangehen- 
den Anspruche, bei der in einem Ubergangsbereich des 
Halbleiterkorpers (100) zwischen der ersten und zwei- 
ten Steuerelektrode (40, 42; 66, 68) eine Zone (310, 
312) des zweiten Leitungstyps (p) ausgebildet ist. 10 

16. Verfahren zur Hersteilung einer Haibleiteranord- 
- nung, die folgende Merkmale aufweist: 

- Bereitstellen eines Halbleiterkorpers (100), der 
eine erste Anschlusszone (20, 22, 24) eines ersten 
Leitungstyps (n), eine zweite Anschlusszone (30) 15 
des ersten Leitungstyps (n) und eine zwischen der 
ersten und zweiten Anschlusszone (20, 22, 24, 30) 
angeordnete Kanalzone (80) eines zweiten Lei- 
tungstyps (p) aufweist; 

- Herstellen wenigstens eines Grabens (110, 112, 20 
114) in dem Halbleiterkorper (100), der sich aus- 
gehend von einer Vorderseite des Halbleiterkor- 
pers (100) durch die erste Anschlusszone (20, 22, 
24) und die Kanalzone (80) bis in die zweite An- 
schlusszone (30) erstreckt; 25 

- Abscheiden einer Isolationsschicht an Seiten- 
wanden des wenigstens einen Grabens; 

- Einbringen eines ersten Elektrodenmaterials 
zur Bildung einer zweiten Elektrode (60, 62, 64) 

in den Graben (110, 112, 114), welches den Gra- 30 
ben teilweise auffullt; 

- Aufbringen einer Isolationsschicht auf dem er- 
sten Elektrodenmaterial in dem Graben; 

- Einbringen eines zweiten Elektrodenmaterials 

in den Graben. 35 

17. Verfahren nach Anspruch 16 wobei die Isolations- 
schicht an Seitenwanden des Grabens (110, 112, 114) 
nach dem Einbringen des ersten Elektrodenmaterials 
aber vor dem Einbringen des zweiten Elektrodenmate- 
rials dunner gemacht wird. 40 

18. Verfahren nach Anspruch 16, bei dem die Isolati- 
onsschicht an den Seitenswanden des Grabens (U0, 
112, 114) nach dem Einbringen des ersten Elektoden- 
materials zuriickgeatzt wird, wobei danach eine diin- 
nere Isolationsschicht an den Seitenwanden des Gra- 45 
bens (110, 112, 114) aufgebracht wird. 

19. Verfahren nach Anspruch 16 oder 17, bei dem die , 
erste Anschlusszone (20, 22, 24), die Kanalzone (80) 

und die zweite Anschlusszone (30) in dem Halbleiter- 
korper (100) schichtartig ubereinander angeordnet 50 
sind. 
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Abstract 



The invention relates to a semiconductor device which can be controlled by means of a field effect. Said 
device contains a semiconductor body (100) comprising a doped first and second contact area (20, 22, 
24, 30) to which connecting electrodes (90, 92) for applying power supply potential are connected. A first 
control electrode (40, 42, 44; 48, 49) is insulated in relation to the semiconductor body (100; 200) and 
can be connected to a first control potential. A second control electrode (60, 62, 64; 66, 68; 67, 69; 61 , 
63) is arranged adjacently in relation to the first control electrode (40, 42, 44; 48, 49). Said second' 
control electrode is arranged in the semiconductor body in an insulated manner and can be connected to 
a second control potential. 
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